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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国集成电路标准化技术委员会(SAC/TC599)归口。
本文件起草单位:中国电子科技集团公司第五十八研究所、神州龙芯智能科技有限公司。
本文件主要起草人:袁世伟、李守委、吉勇、印琴、任云飞、郑卫华。
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集成电路三维封装 带凸点圆片划片工艺

过程和评价要求

1 范围

本文件规定了12in及以下尺寸集成电路三维封装带凸点圆片划片工艺(以下简称划片工艺)的一

般要求、详细要求和评价要求。
注:1in=2.54cm。

本文件适用于12in及以下尺寸集成电路三维封装带凸点圆片划片工艺。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T25915.1—2021 洁净室及相关受控环境 第1部分:按粒子浓度划分空气洁净度等级

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

带凸点圆片 bumpwafer
芯片外引出端为凸点的圆片。

3.2
划片 wafer-sawing
通过物理方法,将芯片从圆片分离的工艺。

4 一般要求

4.1 设备、仪器和工装夹具

划片工艺所需设备仪器应定期进行鉴定和校准。工装夹具应完好无损、洁净,规格尺寸应与工艺要

求相适应,常用设备仪器及工夹具应满足表1的要求。

表1 常用设备仪器及工装夹具

序号 名称 主要技术要求 用途

1 划片机

划片尺寸:12in及以下尺寸凸点圆片

切割速度:0.1mm/s~300mm/s
主轴转速:6000r/min~60000r/min
累计误差:划切长度≥310mm,累计误差≤5μm
切割精度:±5μm

带凸点圆片划片
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